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1. はじめに 

近年、円偏光を用いた量子暗号光通信への期待が高まっており、我々は Si プラットフォーム上で

のスピン LED 実現のために、Ge(111)-on-Si を用いた LED に着目した。Ge(111)上に強磁性材料を電

極として形成できるため、Ge 中にスピン偏極した電子を注入させ、円偏光発生が期待できる。我々

はこれまでに、強い室温 EL 発光が Ge(111)から得られることを報告しているが、検出はデバイス上

部から行っていた。円偏光の検出のためには、試料面内方向から得る必要があり、今回は劈開により

形成した試料端面からの EL発光取り出しを試み、円偏光評価を行った。 

 

2. 実験方法・結果 

Fig. 1に作製した Ge LED構造を示す。p型の Si(111)基板上に

固体ソースMBEを用いて成長を行った。低温Ge層 (Tg=350℃、

40 nm)、高温 Ge 層 (Tg=700℃、400 nm)を 2 段階で成長後、

Si0.25Ge0.75 6nmと Ge 4nmの量子井戸を 10層堆積した。その後、

低抵抗コンタクト形成のために、超薄膜 Si 層と P デルタドー

ピングを行い、Ge キャップ層を形成した。この上にまた MBE

によって Fe 0.7nm、Co2FeAl0.5Si0.5 10nmの強磁性体電極を成長

させた。コンタクトとして Au 膜も成長させた。ヨウ素ヨウ化

カリウム水溶液を用いて Au膜と強磁性体をエッチング後、RIE

を用いて Fig. 1に示す櫛型の Geメサ構造を形成した。EL発光は磁

場を櫛型電極に平行の向きに印加しながら端面から測定した。 

Fig. 2に端面から得られた室温 ELスペクトルを示す。電流値の

増加に伴う発光強度の増加と、Ge直接遷移からの発光が見られた。

上部から得た EL発光強度よりも大きな発光が得られ、端面からの

良好な光取り出しに成功したと言える。円偏光発光の観測について

は当日発表する。 
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